TRANZYSTORY n-p-n
BFP519, BFP520 i BFP521

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy wielkiej

czestotliwosci.

Sa przeznaczone do stosowania w ukladach wzmacniaja-
cych i generacyjnych'w zakresie czestotliwo$ci do 100 MHz
oraz w ukladach przelaczajacych Sredniej szybkoS$ci.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Ko~
lektor jest polgczony elektrycznie z obudows.
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DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Typ

Napigcie kolektor-baza  Ucgp

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie emiter-baza

Prad kolektora

Prad szczytowy
kolektora

Prad bazy

Moc kolektora

Temperatura zlgcza

Zakres temperatury
skladowania

Ucko
Ugpo
Ic

Icm
Ip
Pc
ty

Lstg

TRANZYSTOR BFP519

Parametry statyczne

przy tamb = 298 K
(25°C)

Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucpe = 20V

Icao

. — 100

BFP519 BFP520 BFP521

70 50 30 v

50 30 15 v
5 .5 5 v

50 50 50 mA
200 200 200 mA
5 5 5 - mA
300 300 300 mA
423 K (150°C)

218...398 K(—55...+125°C)

e, e B e

min. maks.

nA

Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucg =20V,
tamb = 398 K
(125°C)

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Icso = 10 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Igso = 10 pA

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ig=2mA
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
Iz =2mA

Wspblczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*

“przy Ic = 10 mA,
ch =8V -

Icmo
Usrycao
Usr)ceo

Usrzao

Ucrsat

UBsEsat

hsie

kl II

kL III

kl. v
kl. VI

TRANZYSTOR BFP520

Parametry statyczne

Przy tamp = 298 K
(25°C)

Prad zerowy
kolektor-baza

przy Ucsy = 20V ‘*Icpo

Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucgy = 20V,
przy tams = 398 K
(125°C)

Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy Icpo = 10 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Iesy = 10 pA

Iceeo

Usr)cao

U(srycro

U(sr zB0

23-74/2

SWW 1156-213

- 30 pA
70 — v
50 — v
5 —_ v
— 0,5 v
— 1 A\
20 35 -—
30 90 _—
70 170 -
150 350 —
min maks

30

5

100 nA
30 [19:%
-V
-V
-V

* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorey okreSlone

w zamdwieniu.




23-74/2

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA, . .

Ucgsat — 0,5 A%

Ig =2mA
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic= 20 mA,
Ip =2mA UBEsat -_— 1 A%
Wspblczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = 10 mA,
ch =6V hzlE k1. IT 20 35 —
o k1. 11130 90 —
kL.V 70 170 —
kl. VI 150 350 —_

TRANZYSTOR BFP521
Parametry statyozne

Przy tams = 298 K

(25°C) min. maks,
Prad zerowy

kolektor-baza :

przy Ucpe =20V Icpg — 100 - nA

Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucgo =20V,
tamp =398 K (125°C)Icp —_ 30 nA
Napiecie przebicia .
kolektor-emiter

przy Ic = 10mA  Upprycro 15 — 'V
Napigcie przebicia
kolektor-baza .
przy Icps = 10 pA Usryceo 30 . v
Napiecie przebicia '
emiter-baza
 przy Igpy = 10 pA U sRy£80 5 — v
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter -
przy Ic= 20 mA,
Ip =2mA Ucgsat — 0,5 v
Napiecie nasycenia - :
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
I =2mA Uggsat — 1 V.
Wspblezynnik
wzmocnienia pra-
dowego* P
przy Ic = 10 mA, ) .
Ucg =86V, hye KLII 20 . 35. —
- kL II1 30 0 —
KLV 170 1700 —
k1. VI 150 7350 —

TRANZYSTORY BFP519, BFP520 i BFP521

Parametry dynamiczne

przy ta,;,b = 298 K e
(25°C) min. typ.

maks.
Czestotliwo$§é graniczna.
przy Ic = 5ma,
Uce =10V, N 3
f =100 MHz Jfr 180 — —

MHz

*.Podzialu na klasy dokonuje sie na’ zyczenie odbiorcy okreSlone
w zamobwieniu, .

Stala czasu sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 5mA,
Uceg=18V,
f=5MHz
Pojemno$é kolektora
przy Ic =5mA, ,
AUCE =10 V,
f=5MHz
Impedancja wej§ciowa
przy Ic = 2mA,
UCE=5V,f’=1kHZ Rite — 8 b
Wspblczynnik napig-
ciowy sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 2mA,
UCE=5V,f=1kHZ hlge —
Warto§é malosygnatowa
wspblezynnika
wzmocnienia prado-
wego
przy Ic = 2mA,
Uecg=5V,f=1kHz
Admitancja wyjsciowa
przy Ic = 2mA,
ch =5 V, f = 1kaZ hgge — 10 —_
Czas wlgczania .
przy Ic =200 mA, :
 Ip = ~Ip;=40mA toy — 40 —
Czas wylgczania
przy Ic = 200 mA, ,
Igy = —Igs =40 mA torr — 300 —

wy'Ce —  — 500

Ce — 5 8
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Zalezno$é temperaturowa mocy strat Pc = f (1)
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Charakterystyka wyjsciowa Ic =f(Ucg); Is — pa-
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Charakterystyka wejéciowa Is = f (Usg); Uce — pa-

rametr
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Zalezno§é temperaturowa pradu zerowego Icpo =

= f (tamb)

BFP519
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\ 0 grp 5719
fr| 8FP520
[MNz] BFP 521
0 tamp = 25°C //
Ueg =10V
. 74 f=100MHz
20 grpsig - / ~
hye | BFP520 /
BFP521 ] 200
I
O T =6V ,
+100°C L
100 s S n ) +
v +25°C A - 100
L1 LLe
)=
50 - CH )
- 0
af , 1 0 I [ma] 10 0 9 & 12 L[ma] 0
Zalezno$é statycznego wspébtczynnika wzmocnienia . Zalezno$é czestotliwo$ci granicznej od pradu kolek-
pradowego .od pradu kolektora hgie = f (Ic) tora fr = f (Ic)
D ramse |- Fa [T AT
BFP520 N Uee =5V - BFP 520
F_ | grps2r [ag] r= ke —— 8rps21
[dB] I3 \\1‘? am. =25 \“‘9' /
Ugg=5V \e 2 ALY
Ir =02mA %@ Qs
Ry =2k8 ~) 4 §
N = 959, f
10 G tamb=25°C 4 vy »\5,‘«,
C. M VJ:
—~ [~
5 2 S »e
0
o 1 ] Flkhz] 100 qot o 1 I[ma] 10
Zalezno§é wspobliczynnika szuméw od czestotliwosci Zalezno§¢ wsp6Oiczynnika szuméw od pradu kolek-
F=f(f) ' tora F = f(I¢c)
PRODUCENT ~ o ) DYSTRYBUTOR
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NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM BIURO ZBYTU SPRZETU
POLPRZEWODNIKOW , TEWA” TELERADIOTECHNICZNEGO
‘ul, Komarowa 5 ul, Nowogrodzka 50
02-675 Warszawa 00-695 Warszawa
Telefon: 431431 Telefony: 289411, 286471

Teleks: 813219 Teleks: 813435
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COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

